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(57) Anotace:

Magnetické zdznamové médium zahrnuje substrat a vrstvu
tenkych filmd pro ukladani dat vytvofenou na substratu. Tato
vrstva tenkych filmt pro ukladani dat, napradend z materidlu
rozpraSovaci elektrody, je tvofena kobaltem, platinou a
viceslozkovym oxidem. Tento viceslozkovy oxid ma kationty
s redukénim potencidlem menim neZ -0,03 elektronvoltli a
atomy s poloméry mensimi nez 0,25 nanometrtl. Navic je tento
vicesloZkovy oxid diamagneticky, paramagneticky nebo
magneticky s permeabilitou mensi nez 10° m’/kg.
Viceslozkovy oxid ma dielektrickou konstantu vétsi nez 5,0.
Dale je popséana rozprasovaci elektroda a zplisob vyroby
magnetického zaznamového média.




Zzlepsené viceslozkové slitinové kompozice pro rozprasovaci

elektrody obsahujici kyslik

Oblast techniky

[0001] Predmétny vynadlez se tykad rozpraSovacich elektrod, a to
konkrétné tenkych magnetickych filmd pro ukladani dat
napradenych z rozpraSovacich elektrod, které jsou tvoreny
viceslozkovymi slitinovymi kompozicemi obsahujicimi kyslik,

které maji zlep$ené metalurgické vlastnosti.

Dosavadni stav techniky

[0002] K vytvareni velmi tenkych povlakll na substratu, které
maji presné Fizenou tloudtku a malou toleranci v atomarnim
slo¥eni, je v rtznych oblastech techniky velmi roz3ifen proces
DC magnetronového rozpraSovani. Pouziva se napriklad
k povlékani polovodidd a/nebo k vytvafeni tenkych vrstev na
povrchu magnetickych médii pro zaznam dat. U jednoho bézZné
pouzivaného provedeni se na rozpraSovaci elektrodu ptrivede
magnetické pole s ovalnym rozloZenim, a to tak, 7e se na zadni
povrch elektrody umisti magnety. V blizkosti rozpra3ujici
elektrody jsou zachycovany elektrony, coZ vede ke zlepSeni
produkce iontl argonu a ke zvySeni rychlosti rozpra$ovani.
Tonty uvnit¥ této plasmy se sradZeji s povrchem rozpraSovaci
elektrody, co? m& za néasledek, Ze rozpraSovaci elektroda
emituje atomy ze svého povrchu. Rozdil napéti mezi katodickou
rozpradovaci elektrodou a anodickym substratem, ktery ma byt
povlékan, zpUsobi, Ze emitované atomy vytvoti na povrchu

substrdtu poZadovany film.

[0003] U reaktivniho rozprasovaciho procesu se vakuova komora
Sastedn& naplni chemicky reaktivni plynovou atmosférou a
material, ktery se odpra3i =z elektrody, chemicky reaguje s
reaktivnimi slozkami v plynné sm&si za vzniku chemické

slouceniny, kterd tvori film.




[0004] B&hem vyroby magnetickych zaznamovych médii znamych z
dosavadniho stavu techniky se vrstvy tenkych filmd postupné
napra3uji na substrat pomoci vétsiho poctu rozpradovacich
elektrod, pric¢emZ kaZdd rozpraSovaci elektroda je tvofena
riznym materidlem, coZ m& za nasledek naneseni “vrstvy”
tenkych filmd. Obrazek 1 =znazorfiuje vrstvu tenkych filmd
typickou pro magneticka zaznamovd média zndm& 2z dosavadniho
stavu techniky. Podkladem pro vrstvu je nemagneticky substrat
101, kterym Dbé&Zné& byvd hlinik nebo sklo. Vrstva 102
zarode&nych krystal®, tj. prvni nanesend vrstva, udéluje tvar
a orientaci struktufe zrn vy33ich vrstev a Jje bé&zZné tvofena
NiP nebo NiAl. Dale je nanesena nemagnetickd podkladova vrstva
104, kterd Casto obsahuje jednu aZ tfi samostatné vrstvy,
pridem? touto podkladovou vrstvou béZné& byva néjakad slitina na
bazi chromu, jako napfiklad CrMo nebo CrTi. Nad podkladovou
vrstvou 104 je vytvofena mezivrstva 105, kterd obsahuje jednu
nebo dvé samostatné vrstvy, pfiemZ tato mezivrstva 105 je na
bazi kobaltu a je mirné& magnetickd. Na horni strané mezivrstvy
105 je nanesena magnetickd vrstva pro ukladani dat 106, ktera
miZe obsahovat dvé nebo t¥i samostatné vrstvy, a na magnetické

vrstvé 106 je vytvorena vrstva 108 uhlikového lubrikantu.

[0005] MnoZstvi dat na Jjednotku plochy, které miZie byt
v magnetickém =zaznamovém médiu uloZeno, Jje pifimo z&vislé na
metalurgickych vlastnostech a na sloZeni vrstvy pro ukladani
dat a tim je tedy zavislé na materidlu rozpra3ovaci elektrody,
z néhoZ Jje vrstva pfo ukladani dat napréSena. K uspokojeni
neustale se zvy3ujicich poZadavkll na rust kapacity ukladani
dat se zdala byt nejslibn&j3i a nejuc¢inné&jsi technologii
technika znam& v oboru magnetického ukladani dat technika jako
"kolmy magneticky zaznam” (”PMR”), na rozdil od konvenéniho
“podélného magnetického zaznamu” (”“LMR”). Pfi pouziti PMR se
bity =zaznamenavaji kolmo k ploSe magnetického zaznamového

média, co? umoZiiuje men3i velikost bitu a v&t3i koercitivitu.




V disledku toho se olekava, Ze PMR zvy3i koercitivitu disku a
zesili amplitudu signdlu disku, coZ vede v lep3i schopnosti

archivace dat.

[0006] Klicem k dosaZeni nizké urovné& 3umu médii a vysoké
tepelné stability je vytvofeni dobfe izolované jemné struktury
zrn spolu s vysokou kolmou magnetickou anizotropii, neboli K.
Média na bazi CoCrPt nebo CoPt obsahujici kyslik nejen
vykazuji lep3i vzajemnou separaci zrn v disledku toho, Ze féaze
hranic zrn je bohatd na kyslik, ale také potlacuji degradaci
K,, bez toho, Ze by se ovliviioval epitaxni rust média. Oxidy
majici malou rozpustnost v tuhém stavu v kovech se Casto
vylu¢uji do oblasti hranic zrn. Mikrostruktur&lni, magneticka
a elektricka separace zrn jsou klicové parametry pii realizaci
diskrétnich magnetickych domén s malymi pfeslechy a vysokym

pomérem signal-Sum (”SNR”).

[0007] Dosavadni ptistup k dosaZeni téchto poZadovanych
vlastnosti médii je pouZiti jednosloZkového oxidu, jako
naptiklad Si0O;, Y03, Al,03, TiO;, Taz0s, Nbz;Os. Tento pristup
poskytl vyznamné =zlepSeni p#i realizaci dobfe izolovanych
struktur zrn a pf¥i dosaZeni vysokych hodnot K, v magnetickych
médiich obsahujicich kyslik ve formé& prvk(, Jjako napifiklad
CoPtCr0O, CoPtCr-S$i0O;, CoPtTaz0s. Tyto oxidy v3ak v PMR médiich
nevytvafeji to nejlep3i granularni provedeni s ohledem na SNR

a tepelnou stabilitu.

[0008] Proto ije vysoce Zadouci vytvorit néjaké magnetické
zdznamové médium s hustou strukturou zrn v magnetické vrstvé
pro ukladani dat, ¢&imZ by se zlep35il pomé&r signal-3um a
zvy8ila dosaZitelnd kapacita ukladani dat. Obzvlasté Jje
radouci vytvofit vicesloZkové slitiny obsahujici kyslik, které
by mohly byt pouZity v rozpradovacich elektroddch a napraSeny

do tenkych filmd.



Podstata vyndlezu

[0009] Predmé&tny vynalez se tykd rozpraSovacich elektrod, a to
konkrétné tenkych magnetickych filmd pro wuklédani dat
napra$enych 2z rozpraSovacich elektrod, které jsou tvofeny
viceslozkovymi slitinovymi kompozicemi obsahujicimi kyslik a

které maji lep3i metalurgické vlastnosti.

[0010] Podle jednoho provedeni pfedstavuje pFedmé&tny vynalez
rozpradovaci elektrodu, ktera Jje tvofena kobaltem (Co),
platinou (Pt) a vicesloZikovym oxidem. Tento vicesloZkovy oxid
m& kationty s reduk&nim potencidlem men3im neiZ -0,03
elektronvoltd a atomy s poloméry men3imi neZ 0,25 nanometru.
Navic je tento vicesloZkovy oxid diamagneticky, paramagneticky

nebo magneticky s permeabilitou men3i nez 107 m®/kg.

[0011] PouZiti vicesloZkové slitinové kompozice obsahujici
kyslik zvy3uje vzajemnou mikrostrukturalni magnetickou a
elektrickou izolaci zrn, a to prostfednictvim zmé&ny vlastnosti
oxidl prostfednictvim  volby rtiznych sloZzkovych oxida
v magnetickych médiich. Pro tento ucCel se pouZivaji urciteé
oxidy kovd, které jsou-li pouZity ve spojeni se znamymi oxidy,
jako je napriklad Si0,/Al,03 a Jjiné, tvori viceslozkovou

izolaéni oxidovou matrici zapouzdfujici magneticka zrna.

[0012] Tento vicesloikovy oxid ma dielektrickou konstantu
vét3i nez 5,0. Rozpradovaci elektroda je déle tvofena chromem

(Cr) a/nebo borem (B).

[0013] U prvniho pfedmétu vyndlezu je tento vicesloZkovy oxid
tvoren X;, X, a kyslikem (0O), kde X; a Xz jsou prvky vybrané ze
skupiny sestavajici z tantalu (Ta), hliniku (Al), niobu (Nb),
hafnia (Hf), =zirkonia (Zr), titanu (Ti), cinu (Sn), lanthanu
(La), wolframu (W), kobaltu (Co), yttria (Y), chromu (Cr),

ceru (Ce), europia (Eu), gadolinia (Gd), vanadu (V), samaria




(Sm), praseodymu (Pr), ho¥&iku (Mg), manganu (Mn), iridia

(Ir), rhenia (Re) a niklu (Ni). Tento vicesloZikovy oxid je
dale tvofen X3, kde X3 je prvek vybrany ze skupiny sestéavajici
z hliniku (Al), niobu (Nb), hafnia (Hf), zirkonia (Zr), titanu
(Ti), cinu (Sn), lanthanu (La), wolframu (W), kobaltu (Co),
yttria (Y), chromu (Cr), ceru (Ce), europia (Eu), gadolinia
(Gd), vanadu (V), samaria (Sm), praseodymu (Pr), hofciku (Mg),

manganu (Mn), iridia (Ir), rhenia (Re) a niklu (Ni).

[0014] U druhého, alternativniho provedeni je tento
vicesloZkovy oxid dale tvofen X;, X; a kyslikem (O), kde X; a
X, jsou prvky vybrané ze skupiny sestadvajici z kfemiku (Si),
hliniku (Al), niobu (Nb), hafnia (Hf), zirkonia (Zr), titanu
(Ti), cinu (Sn), lanthanu (La), wolframu (W), kobaltu (Co),
yttria (Y), chromu (Cr), ceru (Ce), europia (Eu), gadolinia
(Gd), vanadu (V), samaria (Sm), praseodymu (Pr), hofciku (Mg),
manganu (Mn), iridia (Ir), rhenia (Re) a niklu (Ni). Tento
viceslozkovy oxid je dale tvoren X3, kde X3 je prvek vybrany
ze skupiny sestdvajici z hliniku (Al), niobu (Nb), hafnia
(Hf), zirkonia (2Zr), titanu (Ti), cinu (Sn), lanthanu (La),
wolframu (W), kobaltu (Co), yttria (Y), chromu (Cr), ceru
(Ce), europia (Eu), gadolinia (Gd), vanadu (V), samaria (Sm),
praseodymu (Pr), hof¢iku (Mg), manganu (Mn), iridia (Ir),

rhenia (Re) a niklu (Ni).

[0015] U ttetiho, alternativniho  provedeni je tento
vicesloZkovy oxid dale tvofen X3, X; a kyslikem (O), kde X; a
X, jsou prvky vybrané ze skupiny sestavajici z kfemiku (si),
tantalu (Ta), hliniku (Al), niobu (Nb), hafnia (Hf), zirkonia
(zr), titanu (Ti), cinu (Sn), lanthanu (La), wolframu (W),
kobaltu (Co), yttria (Y), chromu (Cr), ceru (Ce), europia
(Eu), gadolinia (Gd), vanadu (V), samaria (Sm), praseodymu
(Pr), hofé&iku (Mg), manganu (Mn), iridia (Ir), rhenia (Re) a

niklu (Ni).



[0016] U druhého provedeni je pfedm&tem vyndlezu magnetickeé

z4dznamové médium, zahrnujici substrat a vrstvu tenkych filma
pro ukladani dat vytvofenou na substratu. Tato vrstva tenkych
filmd pro ukladani dat je tvofena kobaltem (Co), platinou (Pt)
a vicesloZkovym oxidem. Tento vicesloZkovy oxid ma& kationty s
redukénim potenciilem men3im neZ -0,03 elektronvoltd a atomy s
poloméry menSimi nez 0,25 nanometrt. Navic Je tento
viceslozZkovy oxid diamagneticky, paramagneticky nebo

magneticky s permeabilitou men3i neZ 107 m3/kg.

[0017] Podle tfetiho provedeni je pfedmé&tem vyndlezu zpusob
vyroby magnetického zaznamového média, zahrnujici krok
spo&ivajici v napra3ovani alespoil prvni vrstvy tenkych filmd
pro uklddani dat na substrat z rozpraSovaci elektrody. Tato
rozpradovaci elektroda je tvofena kobaltem (Co), platinou (Pt)
a viceslozkovym oxidem. Tento vicesloZkovy oxid m& kationty s
redukénim potencidlem men$im neZ -0,03 elektronvolti a atomy s
poioméry men3imi neZ 0,25 nanometrt. Navic Jje tento
vicesloZkovy oxid diamagneticky, paramagneticky nebo

magneticky s permeabilitou men3i nei 107® m3/kg.

[0018] Podle ¢&tvrtého provedeni Jje predmétem vynalezu
rozpradovaci elektroda, pfiemZ tato rozpraSovaci elektroda je
tvofena kobaltem (Co), platinou (Pt), alespofi jednim oxidem a
alespoii jednim kovem. KdyZ Jje tato rozpra3ovaci elektroda
rozpra%ena, tento alespoii jeden oxid a tento alespon jeden kov
vytvori viceslozkovy oxid, pri&emZ tento vicesloZkovy oxid ma
kationty s redukénim potencidlem mensim nez -0,03
elektronvoltlli a atomy s polomé&ry men3imi neZ 0,25 nanometrd.
Tento vicesloZkovy oxid je diamagneticky, paramagneticky nebo
magneticky s permeabilitou men3i neZ 10 m?®/kg a tento

vicesloZkovy oxid ma dielektrickou konstantu vét3i neZ 5,0.



[0019] Podle pé&tého provedeni je  predmétem vynalezu

rozpradovaci elektroda, pfiCemZ tato rozpraSovaci elektroda je
tvorena kobaltem (Co), platinou (Pt) a alespoil prvnim a druhym
oxidem. KdyZ je tato rozpraSovaci elektroda rozpraSena, tento
prvni a druhy oxid vytvofi vicesloZkovy oxid, pticemZ tento
vicesloZkovy oxid ma& kationty s redukénim potencidlem menSim
nez -0,03 elektronvoltll a atomy s poloméry men3imi neZz 0,25
nanometr. Navic je tento vicesloZkovy oxid diamagneticky,
paramagneticky nebo magneticky s permeabilitou men3i nez 107®
m?/kg a.vicesloikovy oxid m& dielektrickou konstantu vét3i neZ

5,0.

[0020] Podle 3estého provedeni Jje ptedmétem vynalezu
rozpradovaci elektroda, pticemZ tato rozpradovaci elektroda je
tvofena kobaltem (Co), platinou (Pt) a alespoil prvnim a druhym
kovem. KdyZ je tato rozpraSovaci elektroda reaktivné
rozpradena, tento prvni a druhy kov vytvofi vicesloZkovy oxid,
pfic¢em? tento vicesloZkovy oxid m& kationty s reduk&nim
potencidlem men$im neZ -0,03 elektronvoltd a atomy s poloméry
mendimi neZ 0,25 nanometr. Navic je tento vicesloZkovy oxid
diamagneticky, paramagneticky nebo magneticky s permeabilitou
men3i ne? 107® m¥/kg a tento vicesloZkovy oxid m& dielektrickou

konstantu vét3i neZ 5,0.

[0021] Podle sedmého provedeni je pfedmé&tem vyndlezu zpusob
vyroby magnetického zadznamového média, zahrnujici krok
spo¢ivajici v napraSovani alespoii prvni vrstvy tenkych filma
pro ukladani dat na substrat z rozpraSovaci elektrody. Tato
rozpradovaci elektroda je tvofena kobaltem (Co), platinou
(Pt), alespoii jednim oxidem a alespoii jednim kovem, pFricemZ
tento alesponn jeden oxid a tento alespoii jeden kov vytvori
vicesloZkovy oxid, tento vicesloZkovy oxid ma& kationty s
reduk&nim potencidlem men$im nez -0,03 elektronvoltd a atomy s

poloméry men3imi neZ 0,25 nanometrd a tento vicesloZkovy oxid



je diamagneticky, paramagneticky nebo magneticky s

permeabilitou men3i nez 107% m3/kg.

[0022] Podle osmého provedeni je piedmétem vyndlezu zplisob
vyroby magnetického z&znamového média, zahrnujici  krok
spo&ivajici v napra3ovani alespoii prvni vrstvy tenkych filma
pro ukladani dat na substradt z rozpraSovaci elektrody. Tato
rozpradovaci elektroda je tvofena kobaltem (Co), platinou (Pt)
a alespoifl prvnim a druhym oxidem, pfi¢emZ tento alespoil prvni
a druhy oxid vytvofi vicesloZkovy oxid. Tento vicesloZkovy
oxid ma& kationty s redukénim potencidlem men$im neZ -0,03
elektronvoltd a atomy s poloméry men3$imi neZ 0,25 nanometrid a
teﬁto viceslozkovy oxid je diamagneticky, paramagneticky nebo

magneticky s permeabilitou men$i nei 107® m*/kg.

[0023] Podle devatého provedeni je predmétem vyndlezu zpusob
vyroby magnetického zaznamového média, zahrnujici  krok
reaktivniho napra%ovani alespofi prvni vrstvy tenkych filmd pro
ukladani dat na substrat z rozprasovaci elektrody
v pfitoﬁnosti kysliku (0). Tato rozprafovaci elektroda Jje
tvotena kobaltem (Co), platinou (Pt) a alespoil prvnim a druhym
kovem, pfi¢emZ uvedeny alespoi prvni a druhy kov vytvori
viceslozkovy oxid. Tento viceslozkovy oxid m& kationty s
redukénim potencidlem men3im neZ -0,03 elektronvoltd a atomy s
polomé&ry men$imi neZ 0,25 nanometrd a tento vicesloZkovy oxid
je  diamagneticky, paramagneticky nebo magneticky s

permeabilitou men3i neZ 107¢ m?/kg.

[0024] U nasledujiciho popisu vyhodného provedeni jsou uvedeny
odkazy na pfipojené obréazky, které jsou souldsti tohoto popisu
a na nich? je vyndlez nazorn& zobrazen zn&zornénim konkrétniho
provedeni, jak m@Ze byt vyndlez realizovan. Je zfejmé, Ze lze
pou?it i jin4 provedeni a zmény, aniZ by doslo k odchyleni se

od rozsahu pfedmé&tného vynélezu.



P*¥ehled obrdzkdl na vykresech

[0025] Dale jsou v popisu pouZity odkazy na pripojené obrazky,
na nich? jsou stejné souddsti oznaleny stejnymi vztahovymi

znackami:

[0026] Obrazek 1 znazorfiuje vrstvu tenkych filmd typickou pro

magneticka zaznamova média zndmd z dosavadniho stavu techniky;

[0027] Obrazek 2 znazorfuje vrstvu tenkych filmi, u niZ byla
magnetickd vrstva pro ukladédni dat napraSena rozprasovaci
elektrodou tvofenou zlep3enou viceslozkovou slitinovou
kompozici pro rozpradovaci elektrody obsahujici kyslik podle

jednoho provedeni pfedmétného vynalezu; a
[0028] Obrazek 3 je blokové schema znazorfiujici zpisob vyroby
magnetického zaznamového média, podle druhého provedeni

predmétného vynélezu.

Podrobny popis prikladl provedeni

[0029] Pfedmétny vynalez vytvafi magnetické zdznamové médium s
hustou strukturou zrn v magnetické vrstvé pro ukladani dat,
co? zlepduje pomér signdl-3um a zvy3uje dosaZitelnou schopnost
ukladat data. Navic predmétny vyndlez vytvari vicesloZzkové
slitiny obsahujici kyslik, které mohou byt pouzity

v rozpradovacich elektrodadch a napré3eny do tenkych filmu.

[0030] Obrazek 2 =znazorifiuje vrstvu tenkych filmd, u niZ byla
magnetickd vrstva pro ukladdadni dat napraSena rozpraSovaci
elektrodou tvofenou zlepSenou vicesloZkovou slitinovou
kompozici pro rozpra$ovaci elektrody obsahujici kyslik podle
jednoho provedeni ptedmé&tného vyndlezu. Magnetické z&znamoveé
médium tedy =zahrnuje substradt a vrstvu tenkych filmd pro
ukladani dat vytvofenou na substratu. Tato vrstva tenkych

filmd pro ukladani dat je tvorena kobaltem (Co), platinou (Pt)
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a viceslozkovym oxidem. Tento vicesloZkovy oxid ma& kationty s
reduk&nim potencidlem men3im neZ -0,03 elektronvoltd a atomy s
poloméry mendimi neZ 0,25 nanometru. Navic je tento
vicesloZzkovy oxid diamagneticky, paramagneticky nebo

magneticky s permeabilitou men3i neZ 107 m3/kg.

[0031] Magnetické zAznamové médium 200 zahrnuje substrat 201 a
vrstvu 206 tenkych filmd pro ukladani dat vytvofenou na
substratu 201. Vrstva 206 tenkych filmid pro ukladani dat je
tvotena kobaltem (Co), platinou (Pt) a vicesloZkovym oxidem.
Tento vicesloZkovy oxid m& kationty s redukénim potencialem
mendim ne? -0,03 elektronvoltl a atomy s poloméry menSimi neZ
0,25 nanometrul. Navic je tento vicesloZkovy oxid
diamagneticky, paramagneticky nebo magneticky s permeabilitou

mensi nez 107 m%/kg.

[0032] Jak je uvedeno vySe, magnetickd zadznamovd média 200
mohou obsahovat je3té& jiné vrstvy tenkych filmi, v€etné vrstvy
202 zarode&nych krystald, nemagnetické podkladové vrstvy 204,
mezivrstvy 205 a vrstvy 108 uhlikového lubrikantu, pficemz u
alternativniho provedeni pfedm&tného vynadlezu mohou byt

n&které nebo vsechny tyto vrstvy vynechdany.

[0033] PouZiti viceslozkové slitinové kompozice obsahujici
kyslik zvySuje vzajemnou mikrostrukturdlni magnetickou a
elektrickou izolaci zrn, a to prostfednictvim zmény vlastnosti
oxidh na zAakladd pfitomnosti raznych sloZkovych oxidd
v magnetickych médiich. Pro tento uCel mohou byt pouZity
uré¢ité oxidy kovd, které mohou byt pouZity ve spojeni se
znamymi oxidy, jako je napfiklad Si0,/Al,03 a dal3i, ¢&imZ
vznikne vicesloZkova izolaéni oxidovad matrice zapouzdfujici

magneticka zrna.

(0034] Tento vicesloZkovy oxid m& dielektrickou konstantu
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vétsi nezZ 5,0. Tato rozpra3ovaci elektroda je dale tvofena
chromem (Cr) a/nebo borem (B). Ke zlepSeni vzajemné separace
zrn v LMR médiich byl dlouhou dobu pouZivan pi#idavek prvka,
jako napriklad boru. U alternativnich provedeni je
dielektricka konstanta vé&t3i neZ nebo men3i neZ 5,0, a/nebo

chrom a/nebo bor jsou vynechéany.

[0035] Vrstva tenkych filmd pro ukladani dat 206 je vhodna
zejména pro PMR aplikace. Vybér prvkd, pouZitych v oxidech
kovll, je zaloZen na n&kolika kritériich, p¥icemz pfi pouZiti
riznych oxidd s kompenzaénimi a vyztuZujicimi vlastnostmi se
dosahuje ten nejlep8i u¢inek zrnitych médii s ohledem na SNR a

tepelnou stabilitu v magnetickych médiich s kolmym zaznamem.

[0036] Konkrétné& tedy aby se u PMR dosdhlo vysoké hustoty
zdznamu, musi byt tato vrstva tenkych filmd pro ukladani dat
tvotena materidlem s vysokou tepelnou stabilitou a nizkou
urovni 3umu média. Zrnitd magneticka média obsahujici CoCrPt
nebo slitiny na béazi CoPt, s magnetickymi  doménami
zapouzdfenymi v izoladni matrici, Jjsou nejen vysoce odolneé
vaci tepelnému pohybu v disledku jejich vysoké
magnetokrystalické anizotropie, ale i poskytuji zlep3ené
plisobeni ve vztahu k SNR, a to v disledku zmen$eni velikosti
zrn. Av3ak vzhledem k tomu, Ze se jemnost zrn v zrnitych
magnetickych médiich bliZi hranicim stability magnetickych
dipéla, stavad se stale duleZit&jsi vyvinout materialy s
dostatednou vzajemnou separaci zrn, tak aby Zadné zrno nebylo
magneticky ovliviiovdno svymi nedalekymi sousedy Vv okolnim

prostoru.

[0037] U PMR, kde poZadavky na jemnost zrn a jejich separaci
jsou mnohem prisn&jsi neZ u LMR, bylo v zrnitych médiich
pozorovano, Ze ptitomnost kysliku v hranicich zrn ma za

nadsledek lep3i magnetické vlastnosti. Je tedy vyhodné vnaseni
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kysliku b&hem reaktivniho rozpraSovani a/nebo pouZiti elektrod
obsahujicich né&jaky samostatny oxid (jako SiOz, Al;03, Taz0s
nebo Nb,Os). Predm&tny vyndlez dale zvy3uje moZnost vyuZiti
oblasti hranic zrn bohatych na kyslik v magnetickych médiich
prostfednictvim pouZiti rozpra3ovacich elektrod obsahujicich
vicesloZkové oxidy. Tohoto cile se dosahuje prostfednictvim
zm&ny raznych vlastnosti oxidd souvisejicich s tendenci
k oxidaci, sklonem k tvorb& skelného stavu a magneticky
dielektrickym chovanim ve vicesloZkové oxidové matrici vnesené
do magnetickych médii =za pouZiti rozpraSovacich elektrod
obsahujicich vicesloZkové oxidy vybrané na =z&kladé urcitych

kritérii.

[0038] Oxidy, které tvofi tuhé roztoky s kovy vyjimecné&, maji
v zrnitych médiich na bazi CoCrPt nebo CoPt zna¢nou tendenci
se srazet v oblastech hranic zrn a tim zvysit
mikrostrukturdlni segregaci magnetickych zrn. Tyto oxidy
neovliviiuji epitaxni rast médii na béazi CoCrPt nebo CoPt
obsahujicich kyslik tvofenych tenkymi  filmy, a proto

p¥ispivaji k potlacdeni degradace K.

[0039] Kyslik, vneseny bé&hem reaktivniho rozpraSovani do
magnetickych médii tvofenych tenkymi filmy za ucelem obohaceni
obsahu kysliku v hranicich zrn, a pouZiti JjednosloZkovych
oxidi ve spojeni s CoCrPt a CoPt maji za nésledek lep3i
magnetické chovani v PMR médiich, coZ Jje =zapficinéno vySe
popsanymi G&inky médii obsahujicich kyslik. Zrnitad magneticka
média obsahujici  kyslik, vyrobend s pouzitim elektrod
obsahujicich oxid, v3ak vykazovala lep3i magnetické chovani
ne? média obsahujici kyslik vneseny bé&hem reaktivniho

rozpraSovani.

[0040] Oxidy kovll se pro pouZiti v rozpraSovacich elektrodach

pro zrnitd magnetickd média vybiraji na zakladé jejich
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tendence k oxidaci a na zakladé difuzni povahy kationtl téchto
kovd, dale na z&kladé sklonu oxidd k tvorbé skelného stavu a
jejich magnetickych a dielektrickych vlastnosti. Konkrétné
napfiklad tyto oxidy maji kationty s oxida¢nim potencidlem
vy53im neZ mad kobalt (Co), ktery je hlavni magnetickou sloZkou
slitiny, a tak tento reduk&ni potencidl by mél byt men3i nei
-0,03 eV. Kationty oxidd Jjako takové maji vét3i sklon
k oxidaci neZ dal3i kovové sloZky v slitiné. V nésledujici

tabulce 1 jsou uvedeny reduk&ni potenciadly nékolika rhznych

kationtu.
Tabulka 1
atom kovu polomé&r atom kovu polomér
atomu atomu
Si 0,14 Zr 0,21
Al 0,16 Hf 0,21
Mg 0,17 Cr 0,18
Na 0,22 Co 0,16
K 0,27 Ni 0,16
Nb 0,2 Y 0,22
Ta 0,2 Mn 0,18
Ti 0,2 Ca 0,23
Zn 0,15 Sn 0,17

[0041] Navic tyto oxidy maji kationty s poloméry atomd o
dostate&né velikosti k umoZn&ni snadné difuze do hranic zrn
v této magnetické slitiné& a tyto poloméry jsou men3i neZ 0,25
nm. V tabulce 2 jsou uvedeny polom&ry atoml né&kolika ritznych

kovl:
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Tabulka 2
prvky standardni prvky standardni
redukéni redukéni
potencidl (eV) potencidl (eV)
Sit+4 -0,86 Cr+4 -.74
Mg+2 -2,37 Cr+3 -.41
Al+3 -1,66 Fe+2 -.44
Ta+5 -0,81 Fe+3 -.04
Nb+5 -0,63 Cd+2 -.40
Hf+4 -1,70 Co+2 -0,2
Zn+2 -0,76 Ni+2 -0,25
Zr+4 -1,53 Sn+4 -0,14
Ca+2 -2,86 La+3 -2,37
Cu+l 3,39 W+6 -0,03
Ti+4 -1,63 Na+1 -2,714
Pb+2 -0,13 K+1 -2,925
[0042] Navic tyto oxidy maji minimdlni magnetickou

interferenci s magnetickymi doménami v magnetickych médiich a
jsou tak ve své ©podstaté diamagnetické s negativnimi
permeabilitami, paramagnetické nebo velmi slab& magnetické s
mirné pozitivnimi permeabilitami men3imi neZ 107 m®/kg.

Tabulka 3 popisuje magnetické chovani riznych oxida kovi:
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Tabulka 3
oxid | dielektricka | magnetické oxid | dielektrick& | magnetickéa
konstanta susceptibilita konstanta susceptibilita
(107 m’/kg) (107* m’/kg)
5i0, | 3,9 -0,45 Coz03 | 9,59 34,3
MgO 3,2 -0,25 Y,03 |14 0,5
Al1,0;3 10,5 -0,36 Crp03(9,2 25,5
Ta,0s5 | 18 -0,07 CoO 12,9 74,5
Nb,0s5 | 50 -0,10 MnO, | 13,8 68,5
HEO, |25 -0,110 Fe304 | 20 18,5
ZnO 18,0 -0,36 Fe,03 |18 10,5
Zr0, |22 -0,112 NiO 11,9 54
Cao 3 -0,27 Cu0 9,77 13,8
Cu0 | 8,58 -0,213 Ce0, 21,2 30
TiO, | 60 -0,06 Euz03 | 10,2 30
SnO; | 24 -0,26 Gd,0; | 11,4 140
Lay03 | 20,8 -0,4 V,0s |[13,84 7,5
WOs3 20,2 -0,065 Smp03 | 21,5 5,8

[0043] Oxidova matrice je vysoce izolaéni, ¢&imZ se zabrani
elektrickému vedeni mezi magnetickymi zrny. Elektrické svody
vedouci skrz neizoladni nebo slabé& izoladni hranice zrn maji
za nasledek elektrické vedeni, coZ p¥i interakci s aplikovanym
magnetickym polem b&hem magnetronového rozpraSovani neptiznivé
ovliviiuje magnetické chovani média stejné& jako rozprasovaci
chovani elektrod. Relativni permeability té&chto oxidd jsou
dostate&nd& vysoké na to, aby zapouzdfovaci oxidova matrice
byla dostate&n& izoladni. Vy3e uvedend tabulka 3 popisuje

dielektrické chovani rlznych oxidd kovi.

[0044] Aby mé&la matrice tvofend viceslozkovym oxidem

dostatednd v&t3i dielektrickou permitivitu neZ matrice tvofena
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jednosloZkovym oxidem, jsou Jjeji oxidy obsaZeny v takovém
urditém zastoupeni, aby se dosdhlo co nejvy33i celkove

permitivity.

[0045] Oxidovd matrice ije amorfni, takZe vzajemnd difuze
riznych elementdrnich ¢&&stic mezi magnetickymi zrny neni
usnadnéna pomoci energeticky ptiznivé difuze hranic zrn
v jinak krystalické matrici. Tato vlastnost vede k lepSimu
mikrostrukturdlnimu a chemickému uzavieni zrn navzajem, a to
tim, Ze se zabrani tvorbé& meziproduktovych reak&nich sloucdenin
a tvorb& intermetalickych vazeb jako vedlej3iho produktu
vzajemné difuze a mezipovrchovych reakci. Sklotvorné oxidy,
jako naptiklad Si0O,, GeO,, P,0s nebo oxidy podobné, pokud jsou
pouzity v kombinaci s prechodnymi nebo pfileZitostnymi
sklotvornymi oxidy, jako nap¥iklad Al,0;, ZrO;, HfO;, Ta»Os nebo
podobnymi, vytvateji amorfni vicesloZkové oxidové faze s
vysokou krystaliza&ni teplotou. V magnetickych médiich je

obsaZen oxid nebo kombinace oxidl, které jsou vice sklotvorneé.

[0046] PouZitim elektrod na bazi vicesloZkovych oxidl
obsahujicich optimalizované zastoupeni rtznych oxidd vybranych
na zakladé navrZenych kritérii dojde k realizaci vlastniho
ptinosu rtznych jednotlivych oxidd ve viceslozkové oxidove
matrici. U r@znych aplikaci se pouZitim vicesloZkovych oxida
dosahuje rtznych vyhod, jako naptiklad zlep3eni dielektrické
konstanty, mechanickych vlastnosti a stability amorfni nebo
krystalické faze pifi pouZiti dvou nebo vice rhznych oxidda.
Pouziti rozpra$ovacich elektrod obsahujicich vicesloZkové
oxidy k nanaseni tenkych filmd jako soucdsti magnetickych
médii tedy pPinds$i vyznamné zlep3eni magnetického chovani

zrnitych magnetickych médii pro PMR.

[0047]) VicesloZkovy oxid je dale tvofen X;, Xz a kyslikem (O),

kde X; a X, jsou prvky vybrané ze skupiny sestévajici z
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kfemiku (Si), tantalu (Ta), hliniku (Al), niobu (Nb), hafnia
(Hf), =zirkonia (Zr), titanu (Ti), cinu (Sn), lanthanu (La),
wolframu (W), kobaltu (Co), yttria (Y), chromu (Cr), ceru
(Ce), europia (Eu), gadolinia (Gd), vanadu (V), samaria (Sm),
praseodymu (Pr), hof¢iku (Mg), manganu (Mn), iridia (Ir),
rhenia (Re) a niklu (Ni). VicesloZkovy oxid je dale tvofen Xj,
kde X; je prvek vybrany ze skupiny sestavajici z kfemiku (Si),
hliniku (Al), tantalu (Ta), niobu (Nb), hafnia (Hf), zirkonia
(Zr), titanu (Ti), cinu (Sn), lanthanu (La), wolframu (w),
kobaltu (Co), vyttria (Y), chromu (Cr), ceru (Ce), europia
(Eu), gadolinia (Gd), vanadu (V), samaria (Sm), praseodymu
(Pr), hor&iku (Mg), manganu (Mn), iridia (Ir), rhenia (Re) a

niklu (Ni). U daldich provedeni je prvek X3 vynechan.

[0048] Obrazek 3 je blokové schema znazorfiujici zplsob vyroby
magnetického z&znamového média, podle druhého provedeni
predmé&tného vynalezu. Proces zacCina (krok $300), na substrat
se napra3i =z rozpraSovaci elektrody alespori prvni vrstva
tenkych filmd pro ukladani dat (krok S301) a proces kon&i
(krok S5302).

[0049] Podle prvniho provedeni je tato rozpra3Sovaci elektroda
tvotena kobaltem (Co), platinou (Pt) a vicesloZkovym oxidem.
Podle druhého, alternativniho provedeni je tato rozpraSovaci
elektroda tvofena kobaltem (Co), platinou (Pt), alespoifi jednim
oxidem a alespoil jednim kovem, ptricemZ tento alespoii jeden
oxid a tento alespofi Jjeden kov vytvofi vicesloZkovy oxid.
Podle tretiho, alternativniho provedeni je tato rozpra$ovaci
elektroda tvorena kobaltem (Co), platinou (Pt) a alespoil
prvnim a druhym oxidem, p¥icemZ tento alespoii prvni a druhy
oxid vytvofi vicesloZkovy oxid. Podle &tvrtého, alternativniho
provedeni je tato vrstva tenkych filmd pro ukladani dat
reaktivné rozprédSena a tato rozpra3ovaci elektroda je tvofena

kobaltem (Co), platinou (Pt) a alespoil prvnim a druhym kovem,
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pfitem? uvedeny alespon prvni a druhy kov vytvoii vicesloZkovy

oxid.

[0050] VicesloZkovy oxid ma kationty s redukénim potenciadlem
men3im ne? -0,03 elektronvoltl a atomy s poloméry men3imi neiZ
0,25 nanometrt. Navic je viceslozkovy oxid diamagneticky,
paramagneticky nebo magneticky s permeabilitou men3i nez 1078

m’/kg.

[0051] Pfedmétny vyndlez miZe byt pouZit k vytvafeni
magnetickych filma za pouziti rozprasSovacich elektrod
obsahujicich vicesloZkové oxidy, obzvla3té u PMR aplikaci, kde
poradavky na jemnost struktury zrn a Jjejich izolaci jsou
prisnéjsi, aby se minimalizovala degradace SNR a dosahlo se
vy88i K,. Komer¢ni horizont&lni ziznamova média mohou tézit
rovnéZ? ze skutecnosti, e viceslo?kovad oxidovd matrice
vyznamné prispivad k zjemnéni struktury zrn a k jejich izolaci,

¢imZ ze zlep3i magnetické chovani.

[0052] Podle t¥etiho provedeni je predmétem vynalezu
rozpradovaci elektroda, pri¢emZ tato rozpra3ovaci elektroda je
tvofena kobaltem (Co), platinou (Pt) a vicesloZkovym oxidem.
Tento viceslozkovy oxid m& kationty s redukénim potencidlem
men$im nef -0,03 elektronvoltd a atomy s poloméry men3imi neZ
0,25 nanometrd. Navic je tento vicesloZkovy oxid
diamagneticky, paramagneticky nebo magneticky s permeabilitou

men3i neZ 107° m3/kqg.

[0053] Tento vicesloZkovy oxid m& dielektrickou konstantu
v&tsi neZ 5,0. RozpraSovaci elektroda je déle tvofena chromem

(Cr) a/nebo borem (B).

[0054] U prvniho predm&tu vyndlezu je vicesloZkovy oxid dale

tvoten X;, X, a kyslikem (O), kde X; a X; jsou prvky vybrané ze
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skupiny sestavajici z tantalu (Ta), hliniku (Al), niobu (Nb),
hafnia (Hf), zirkonia (Zr), titanu (Ti), cinu (Sn), lanthanu
(La), wolframu (W), kobaltu (Co), yttria (Y), chromu (Cr),
ceru (Ce), europia (Eu), gadolinia (Gd), vanadu (V), samaria
(Sm), praseodymu (Pr), ho¥¢iku (Mg), manganu (Mn), iridia
(Ir), rhenia (Re) a niklu (Ni). VicesloZkovy oxid je dale
tvofen X3, kde X3 je prvek vybrany ze skupiny sestavajici z
hliniku (Al), niobu (Nb), hafnia (Hf), zirkonia (Zr), titanu
(Ti), cinu (Sn), lanthanu (La), wolframu (W), kobaltu (Co),
yttria (Y), chromu (Cr), ceru (Ce), europia (Eu), gadolinia
(Gd), vanadu (V), samaria (Sm), praseodymu (Pr), hoi&iku (Mg),

manganu (Mn), iridia (Ir), rhenia (Re) a niklu (Ni).

[0055] U druhého, alternativniho provedeni Jje vicesloZikovy
oxid dale tvoten X;, X, a kyslikem (0), kde X; a X jsou prvky
vybrané ze skupiny sestévajici z k¥emiku (Si), hliniku (Al),
niobu (Nb), hafnia (Hf), zirkonia (2Zr), titanu (Ti), cinu
(Sn), lanthanu (La), wolframu (W), kobaltu (Co), yttria (YY),
chfomu (Cr), ceru (Ce), europia (Eu), gadolinia (Gd), vanadu
(V), samaria (Sm), praseodymu (Pr), hofciku (Mg), manganu
(Mn), iridia (Ir), rhenia (Re) a niklu (Ni). VicesloZkovy oxid
je dale tvoren X3, kde X3 Jje prvek vybrany ze skupiny
sestavajici z hliniku (Al), niobu (Nb), hafnia (Hf), zirkonia
(Zr), titanu (Ti), cinu (Sn), lanthanu (La), wolframu (W),
kobaltu (Co), yttria (YY), chromu (Cr), ceru (Ce), europia
(Eu), gadolinia (Gd), vanadu (V), samaria (Sm), praseodymu
(Pr), ho¥&iku (Mg), manganu (Mn), iridia (Ir), rhenia (Re) a

niklu (Ni).

[0056] U tretiho, alternativniho provedeni Jje vicesloZkovy

oxid dale tvoren X;, X, a kyslikem (0), kde X; a Xz jsou prvky

vybrané ze skupiny sestdvajici z kfemiku (Si), tantalu (Ta),

hliniku (Al), niobu (Nb), hafnia (Hf), =zirkonia (Zr), titanu
(Ti), cinu (Sn), lanthanu (La), wolframu (W), kobaltu {Co) .,



20

yttria (Y), chromu (Cr), ceru (Ce), europia (Eu), gadolinia
(Gd), vanadu (V), samaria (Sm), praseodymu (Pr), hof&iku (Mg),

manganu (Mn), iridia (Ir), rhenia (Re) a niklu (Ni).

[0057] Podle ¢&tvrtého provedeni je predmétem vyndlezu
rozpraSovaci elektroda, kterd je tvorena kobaltem (Co),
platinou (Pt), alespofi jednim oxidem a alespoil jednim kovem.
KdyZ? je tato rozpraSovaci elektroda rozpré3ena, tak tento
alespoi jeden oxid a tento alespofi Jjeden kov vytvofi
vicesloZzkovy oxid, pti¢emZ vicesloZkovy oxid m& kationty s
reduk&nim potencidlem men3im neZ -0,03 elektronvoltd a atomy s
polom&ry men3imi neZ 0,25 nanometrd. Tento vicesloZikovy oxid
je diamagneticky, paramagneticky nebo magneticky s
permeabilitou men3i nezZ 107® m%/kg, pti¢emZ tento vicesloZkovy

oxid mad dielektrickou konstantu vét3i nez 5,0.

[0058] Podle patého  provedeni je pfedmétem  vynalezu
rozpraSovaci elektroda, kterd je tvofena kobaltem (Co),
platinou (Pt) a alespoii prvnim a druhym oxidem. KdyZ je tato
rozpradovaci elektroda rozpriSena, tento prvni a druhy oxid
vytvotri viceslozkovy oxid, pfiCemZz tento vicesloZikovy oxid ma
kationty S redukénim potencidlem mensim nez -0,03
elektronvoltd a atomy s poloméry mendimi neZ 0,25 nanometri.
Navic je tento vicesloZkovy oxid diamagneticky, paramagneticky
nebo magneticky s permeabilitou men3i neZ 10 m®/kg, pticemZ
tento vicesloZkovy oxid ma& dielektrickou konstantu vét3i nez

5,0.

[0059] Podle Sestého provedeni je predmétem vynalezu
rozprasovaci elektroda, pfi¢emZ tato rozpraSovaci elektroda je
tvofena kobaltem (Co), platinou (Pt) a alespofi prvnim a druhym
kovem. Kdyz je tato rozpra3ovaci elektroda reaktivné
rozpraSena, tento prvni a druhy kov vytvofi vicesloikovy oxid,

pric¢em? tento vicesloZkovy oxid m& kationty s redukénim
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potencialem men3im neZ -0,03 elektronvoltd a atomy s poloméry
mendimi neZ 0,25 nanometrli. Navic je tento vicesloZkovy oxid
diamagneticky, paramagneticky nebo magneticky s permeabilitou
men3i ne? 10°° m®/kg, pFidem? tento vicesloZkovy oxid ma

dielektrickou konstantu vét3i neZz 5,0.

[0060] Vynalez byl popsan pomoci konkrétnich pifikladnych
provedeni. Tyto ptfiklady je tfeba chéapat tak, Ze vynalez neni
omezen na vySe popsanad provedeni, ptic¢emZ odbornik v oboru
miZe provést rdzné zmény a modifikace, aniZ by do3lo

k odchyleni se od duchu rozsahu vynalezu.
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PATENTOVE NAROKY

1. Rozpradovaci elektroda, vyznacujici se tim, Ze tato
rozpraSovaci elektroda je tvofena kobaltem (Co), platinou (Pt)
a vicesloZkovym oxidem,

pfidem? tento vicesloZkovy oxid m& kationty s redukCnim
potencidlem men$im neZ -0,03 elektronvoltd a atomy s poloméry
men3imi neZ 0,25 nanometrd, a

ptricemz tento viceslozkovy oxid Jje diamagneticky,
paramagneticky nebo magneticky s permeabilitou men3i nez 107

m’/kg.

2. RozpraSovaci elektroda podle naroku 1, vyznacujici
se tim, Ze tento vicesloZkovy oxid md dielektrickou konstantu

vét3i nez 5,0.

3. Rozpradovaci elektroda podle naroku 1, vyznacujici
se tim, Ze uvedend rozpra3ovaci elektroda je dale tvofena

chromem (Cr).

4. Rozpradovaci elektroda podle naroku 1, vyznalujici
se tim, Ze uvedend rozpra3ovaci elektroda je dale tvofena

borem (13).

5. Rozpradovaci elektroda podle naroku 1, vyznaCujici
se tim, Ze uvedeny vicesloZkovy oxid je dale tvofen X;, X2 a
kyslikem (0), pri¢emZ X; a X, jsou prvky vybrané ze skupiny
sestavajici z tantalu (Ta), hliniku (Al), niobu (Nb), hafnia
(Hf), =zirkonia (Zr), titanu (Ti), cinu (Sn), lanthanu (La),
wolframu (W), kobaltu (Co), yttria (YY), chromu (Cr), ceru
(Ce), europia (Eu), gadolinia (Gd), vanadu (V), samaria (Sm),
praseodymu (Pr), ho#&iku (Mg), manganu (Mn), iridia (Ir),

rhenia (Re) a niklu (Ni).
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6. Rozpradovaci elektroda podle naroku 1, vyznacujici se
tim, Ze uvedeny vicesloZkovy oxid je dale tvofen X;, Xz a
kyslikem (0), pficemZz X; a X jsou prvky vybrané ze skupiny
sestavajici z kremiku (Si), hliniku (Al), niobu (Nb), hafnia
(Hf), =zirkonia (2r), titanu (Ti), cinu (Sn), lanthanu (La),
wolframu (W), kobaltu (Co), vyttria (Y), chromu (Cr), ceru
(Ce), europia (Eu), gadolinia (Gd), vanadu (V), samaria (Sm),
praseodymu (Pr), hofc¢iku (Mg), manganu (Mn), iridia (Ir),

rhenia (Re) a niklu (Ni).

7. Rozpradovaci elektroda podle na&roku 5, vyznalujici
se tim, Ze uvedeny viceslozkovy oxid je dale tvoren Xs,
prigem? X; je prvek vybrany ze skupiny sestadvajici z hliniku
(Al), niobu (Nb), hafnia (Hf), =zirkonia (2Zr), titanu (Ti),
cinu (Sn), lanthanu (La), wolframu (W), kobaltu (Co), yttria
(Y), chromu (Cr), ceru (Ce), europia (Eu), gadolinia (Gd),
vanadu (V), samaria (Sm), praseodymu (Pr), ho#ciku (Mg) ,

manganu (Mn), iridia (Ir), rhenia (Re) a niklu (Ni).

8. Rozprasovaci elektroda podle naroku 6, vyznacujici
se tim, Ze uvedeny vicesloZkovy oxid je dale tvofen Xj,
pritem? X3 je prvek vybrany ze skupiny sestavajici z hliniku
(Al), niobu (Nb), hafnia (Hf), zirkonia (Zr), titanu (Ti),
cinu (Sn), lanthanu (La), wolframu (W), kobaltu (Co), yttria
(Y), chromu (Cr), ceru (Ce), europia (Eu), gadolinia (Gd),
vanadu (V), samaria (Sm), praseodymu (Pr), hof&iku (Mg),

manganu (Mn), iridia (Ir), rhenia (Re) a niklu (Ni).

9. Rozpradovaci elektroda podle naroku 1, vyznacujici
se tim, 2Ze uvedeny vicesloZkovy oxid je dale tvofen X;, X2 a
kyslikem (0), pricemZ X; a X, jsou prvky vybrané ze skupiny
sestavajici z kfemiku (Si), tantalu (Ta), hliniku (Al), niobu
(Nb), hafnia (Hf), zirkonia (Zr), titanu (Ti), cinu (Sn),

lanthanu (La), wolframu (W), kobaltu (Co), yttria (Y), chromu
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(Cr), ceru (Ce), europia (Eu), gadolinia (Gd), vanadu (V),
samaria (Sm), praseodymu (Pr), hof&iku (Mg), manganu (Mn) ,

iridia (Ir), rhenia (Re) a niklu (Ni).

10. Magnetické zaznamové médium, zahrnujici:
substrat; a
vrstvu tenkych filmd pro ukladadni dat vytvofenou na
uvedeném substratu,
vyznadujici se tim, Ze tato vrstva tenkych filmd pro
ukladani dat fje tvorena kobaltem (Co), platinou (Pt) a
vicesloZkovym oxidem,
pfitem? tento vicesloZkovy oxid m& kationty s redukénim
poﬁenciélem mendim ne? -0,03 elektronvoltl a atomy s poloméry
men3imi neZ 0,25 nanometrl, a
pricemZ tento vicesloZkovy oxid je diamagneticky,
paramagneticky nebo magneticky s permeabilitou men$i nez 107

m®/kg.

11. Magnetické zaznamové médium podle naroku 10,
vyznadujici se tim, Ze uvedend vrstva tenkych filmd pro

ukladdani dat je dale tvofena chromem (Cr).

12. Magnetické =zaznamové médium podle néaroku 10,
vyznadujici se tim, Ze wuvedend vrstva tenkych filmd pro

ukladani dat je dale tvofena borem (B).

13. Magnetické z&znamové médium podle n&roku 10,
vyznadujici se tim, Ze uvedeny vicesloZkovy oxid je dale
tvofen X;, X, a kyslikem (0), pricemZz X; a X jsou prvky
vybrané ze skupiny sestavajici z kfemiku (Si), hliniku (Al),
tantalu (Ta), niobu (Nb), hafnia (Hf), zirkonia (Zr), titanu
(Ti), cinu (Sn), lanthanu (La), wolframu (W), kobaltu (Co),
yttria (Y), chromu (Cr), ceru (Ce), europia (Eu), gadolinia

(Gd), vanadu (V), samaria (Sm), praseodymu (Pr), hof&iku (Mg),
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manganu (Mn), iridia (Ir), rhenia (Re) a niklu (Ni).

14. Magnetické =zaznamové médium podle naroku 13,
vyznadujici se tim, Ze uvedeny vicesloZikovy oxid Je dale
tvoren X3, pricemZ X3 je prvek vybrany ze skupiny sestévajici
z k¥emiku (Si), hliniku (Al), tantalu (Ta), niobu (Nb), hafnia
(Hf), zirkonia (Zr), titanu (Ti), cinu (Sn), lanthanu (La),
wolframu (W), kobaltu (Cc), yttria (YY), chromu (Cr), ceru
(Ce), europia (Eu), gadolinia (Gd), vanadu (V), samaria (Sm),
praseodymu (Pr), horc¢iku (Mg), manganu (Mn), iridia (Ir),

rhenia (Re) a niklu (Ni).

15. Zptsob vyroby magnetického z&znamového média,
zahrnujici krok spo¢ivajici v napra$ovani alespoil prvni vrstvy
tenkych filmd pro ukladédni dat na substrat z rozpra3ovaci
elektrody, vyznacujici se tim, Ze tato rozpradovaci elektroda
je tvorena kobaltem (Co), platinou (Pt) a vicesloZkovym
oxidem, pfidemZ tento vicesloZkovy oxid m& kationty s
redukénim potencidlem men$im nez -0,03 elektronvoltll a atomy s
poloméry mendimi neZ 0,25 nanometrq, a pticemZz tento
viceslotkovy oxid Jje diamagneticky, paramagneticky nebo

magneticky s permeabilitou men3i nez 107° m’/kg.

16. Rozpradovaci elektroda, vyznacujici se tim, ?e tato
rozpraSovaci elektroda Jje tvofena kobaltem (Co), platinou
(Pt), alespon jednim oxidem a alespoinl jednim kovem,

pfi¢em?, kdyZ je tato rozpradovaci elektroda rozprésena,
uvedeny alespoii jeden oxid a uvedeny alesponl jeden kov vytvori
viceslozkovy oxid, priéemZ tento vicesloZzkovy oxid m& kationty
s redukénim potencialem menZim neZ -0,03 elektronvoltd a atomy
s poloméry men3imi neZ 0,25 nanometrq, pti¢emz tento
viceslo?kovy oxid Jje diamagneticky, paramagneticky nebo
magneticky s permeabilitou men$i nez 10°® m’/kg a ptilemZ tento

viceslozkovy oxid ma dielektrickou konstantu veét3si nez 5,0.
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17. Rozpra3ovaci elektroda podle naroku 16, vyznaduijici
se tim, %e uvedend rozpraSovaci elektroda je dale tvofena

chromem (Cr).

18. Rozpra3ovaci elektroda podle naroku 16, vyznacujici
se tim, Ze uvedena rozpradovaci elektroda je dale tvofena

borem (B).

19. Rozpra$ovaci elektroda podle naroku 16, vyznacujici
se tim, %e uvedeny alespoii jeden oxid je d&le tvofen X; a
kyslikem (0), pti¢emZz X, Jje prvek vybrany ze skupiny
sestdvajici z k#emiku (Si), hliniku (Al), tantalu (Ta), niobu
(Nb), hafnia (Hf), =zirkonia (Zr), titanu (Ti), cinu (Sn),
lanthanu (La), wolframu (W), kobaltu (Co), yttria (Y), chromu
(Cr), ceru (Ce), europia (Eu), gadolinia (Gd), vanadu (V),
samaria (Sm), praseodymu (Pr), hofciku (Mg), manganu {(Mn) ,

iridia (Ir), rhenia (Re) a niklu (Ni).

20. Rozpra3ovaci elektroda podle naroku 16, vyznacujici
se tim, #e uvedeny alespoii jeden kov je prvek vybrany ze
skupiny sestadvajici z kfemiku (si), hliniku (Al), tantalu
(Ta), niobu (Nb), hafnia (Hf), =zirkonia (Zr), titanu (Ti),
cinu (Sn), lanthanu (La), wolframu (W), kobaltu (Co), yttria
(Y), chromu (Cr), ceru (Ce), europia (Eu), gadolinia (Gd),
vanadu (V), samaria (Sm), praseodymu (Pr), hofciku (Mg),

manganu (Mn), iridia (Ir), rhenia (Re) a niklu (Ni).

21. RozpraSovaci elektroda podle naroku 16, vyznacujici
se tim, Ze uvedeny alespoii jeden oxid je dale tvoren X; a
kyslikem (O),

pricemz X, je prvek vybrany ze skupiny sestavajici =z
k¥emiku (Si), hliniku (Al), tantalu (Ta), niobu (Nb), hafnia
(Hf), zirkonia (Zr), titanu (Ti), cinu (Sn), lanthanu (La),

wolframu (W), kobaltu (Co), vyttria (YY), chromu (Cr), ceru
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(Ce), europia (Eu). gadolinia (Gd), vanadu (V), samaria (Sm),
praseodymu (Pr), ho¥¢iku (Mg), manganu (Mn), iridia (Ir),
rhenia (Re) a niklu (Ni); a

pric¢em? uvedeny alesponi jeden kov Jje prvek vybrany ze
skupiny sestavajici z k¥emiku (Si), hliniku (Al), niobu (Nb),
hafnia (Hf), zirkonia (Zr), titanu (Ti), cinu (Sn), lanthanu
(La), wolframu (W), kobaltu (Co), yttria (YY), chromu (Cr),
ceru (Ce), europia (Eu), gadolinia (Gd), vanadu (V), samaria
(Sm), praseodymu (Pr), ho¥&¢iku (Mg), manganu (Mn), iridia

(Ir), rhenia (Re) a niklu (Ni).

22. Rozpradovaci elektroda podle nadroku 16, vyznacujici
se tim, Ze uvedeny alesponl jeden oxid je dale tvoren X; a
kyslikem (O),

pricemZz X; je prvek vybrany ze skupiny sestdvajici z
hliniku (Al), tantalu (Ta), niobu (Nb), hafnia (Hf), zirkonia
(Zr), titanu (Ti), cinu (Sn), lanthanu (La), wolframu (W),
kobaltu (Co), vyttria (Y), chromu (Cr), ceru (Ce), europia
(Eu), gadolinia (Gd), wvanadu (V), samaria (Sm), praseodymu
(Pr), hotr&iku (Mg), manganu (Mn), diridia (Ir), rhenia (Re)
nebo niklu (Ni); a

pfi¢emZ uvedeny alespoii jeden kov je prvek vybrany ze
skupiny sestavajici =z kfemiku (Si), hliniku (Al), tantalu
(Ta), niobu (Nb), hafnia (Hf), =zirkonia (Zr), titanu (Ti),
cinu (Sn), lanthanu (La), wolframu (W), kobaltu (Co), yttria
(Y), chromu (Cr), ceru (Ce), europia (Eu), gadolinia (Gd),
vanadu (V), samaria (Sm), praseodymu (Pr), ho¥é¢iku (Mg),

manganu (Mn), iridia (Ir), rhenia (Re) nebo niklu (Ni).

23. RozpraSovaci elektroda, vyznacujici se tim, Ze
uvedend rozpra3ovaci elektroda Jje tvofena kobaltem (Co),
platinou (Pt) a alesponl prvnim a druhym oxidem,

pticemZ, kdyZ je tato rozprasovaci elektroda rozprasena,

uvedeny prvni a druhy oxid vytvof¥i vicesloZkovy oxid, pficlemZ
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tento vicesloZkovy oxid m& kationty s redukénim potencidlem
menSim nez -0,03 elektronvoltl a atomy s poloméry men3imi neZ
0,25 nanometru, pricemz tento viceslozkovy oxid je
diamagneticky, paramagneticky nebo magneticky s permeabilitou
mensi neZ 10° m’/kg a pricemZ tento vicesloZkovy oxid ma

dielektrickou konstantu vétsi nez 5,0.

24. Rozpradovaci elektroda podle ndroku 23, vyznalujici
se tim, Ze uvedend rozpraSovaci elektroda je dale tvofena

chromem (Cr).

25. RozprasSovaci elektroda podle naroku 23, vyznaCujici
se tim, %e uvedenad rozpraSovaci elektroda je déale tvofena

borem (B).

26. Rozpradovaci elektroda podle ndroku 23, vyznaCujici
se tim, %e uvedeny prvni oxid je dale tvofen X; a kyslikem
(0), pric¢emZz X; je prvek vybrany ze skupiny sestavajici z
k¥emiku (Si), hliniku (Al), tantalu (Ta), niobu (Nb), hafnia
(Hf), zirkonia (2r), titanu (Ti), cinu (Sn), lanthanu (La),
wolframu (W), kobaltu (Co), yttria (YY), chromu (Cr), ceru
(Ce), europia (Eu), gadolinia (Gd), vanadu (V), samaria (Sm),
praseodymu (Pr), hoféiku (Mg), manganu (Mn), iridia (Ir),

rhenia (Re) a niklu (Ni).

27. Rozpradovaci elektroda podle naroku 23, vyznacujici
se tim, Ze uvedeny druhy oxid je dale tvofen X; a kyslikem
(0), pricemZ? X, je prvek vybrany ze skupiny sestavajici z
kfemiku (Si), hliniku (Al), tantalu (Ta), niobu (Nb), hafnia
(Hf), zirkonia (2Zr), titanu (Ti), cinu (Sn), lanthanu (La),
wolframu (W), kobaltu (Co), yttria (YY), chromu (Cr), ceru
(Ce), europia (Eu), gadolinia (Gd), vanadu (V), samaria (Sm),
praseodymu (Pr), hot&iku (Mg), manganu (Mn), iridia (Ir),

rhenia (Re) a niklu (Ni).
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28. Rozpra$ovaci elektroda, vyznacujici se tim, Ze
uvedena rozpraSovaci elektroda je tvofena kobaltem (Co),
platinou (Pt) a alespon prvnim a druhym kovem,

pridem?, kdyZ je tato rozpra3ovaci elektroda reaktivné
rozpradena, uvedeny prvni a druhy kov vytvori vicesloZkovy
oxid, pti¢emZ tento vicesloZkovy oxid mad kationty s redukénim
potencidlem men3im neZ -0,03 elektronvoltl a atomy s poloméry
mendimi ne# 0,25 nanometrtl, pricemZ tento vicesloZkovy oxid je
diamagneticky, paramagneticky nebo magneticky s permeabilitou
mensi ne? 10® m®/kg a pri¢emZ tento vicesloZkovy oxid ma

dielektrickou konstantu vét3i nez 5,0.

29. Rozpra%ovaci elektroda podle naroku 28, vyznacujici
se tim, Z%e uvedend rozpradovaci elektroda je dale tvofena

chromem (Cr).

30. Rozpra$ovaci elektroda podle naroku 28, vyznacujici
se tim, Ze uvedena rozpra3ovaci elektroda je dale tvofena

borem (B).

31. Rozpradovaci elektroda podle naroku 28, vyznaCujici
se tim, Ze uvedeny prvni kov Jje prvek vybrany ze skupiny
sestavajici z kfemiku (Si), hliniku (Al), tantalu (Ta), niobu
(Nb), hafnia (Hf), =zirkonia (Zr), titanu (Ti), cinu (Sn),
lanthanu (La), wolframu (W), kobaltu (Co), yttria (Y), chromu
(Cr), ceru (Ce), europia (Eu), gadolinia (Gd), vanadu (V),
samaria (Sm), praseodymu (Pr), ho#&¢iku (Mg), manganu (Mn),

iridia (Ir), rhenia (Re) a niklu (Ni).

32. Rozprasovaci elektroda podle naroku 28, vyznacujici
se tim, Ze uvédeny druhy kov je prvek vybrany ze skupiny
sestavajici z kfemiku (Si), hliniku (Al), tantalu (Ta), niobu
(Nb), hafnia (Hf), zirkonia (Zr), titanu (Ti), cinu (Sn),

lanthanu (La), wolframu (W), kobaltu (Co), yttria (Y), chromu
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(Cr), ceru (Ce), europia (Eu), gadolinia (Gd), vanadu (V),
samaria (Sm), praseodymu (Pr), hofciku (Mg), manganu (Mn) ,

iridia (Ir), rhenia (Re) a niklu (Ni).

33, ZpGsob vyroby magnetického zdznamového média,
zahrnujici krok spo¢ivajici v napra3ovani alespoii prvni vrstvy
tenkych filmd pro ukladani dat na substrat z rozpraSovaci
elektrody, vyznadujici se tim, Ze tato rozpradovaci elektroda
je tvorena kobaltem (Co), platinou (Pt), alespofi jednim oxidem
a alespoii jednim kovem, pficemZ uvedeny alesponi jeden oxid a
uvedeny alespoil jeden kov vytvori vicesloZkovy oxid, pricemz
tento vicesloZkovy oxid m& kationty s reduk¢nim potencialem
mensim ne¥ -0,03 elektronvoltl a atomy s poloméry men$imi neZ
0,25 nanometr a priCemZz tento vicesloZkovy oxid je
diamagneticky, paramagneticky nebo magneticky s permeabilitou

mensi nez 107® m®/kg.

34. 7Zptusob vyroby magnetického  zaznamového média,
zahrnujici krok spoc¢ivajici v napra$ovani alespoifi prvni vrstvy
tenkych filmi pro ukladani dat na substrat z rozpraSovaci
elektrody, vyznalujici se tim, Ze tato rozpraSovaci elektroda
je tvorena kobaltem (Co), platinou (Pt) a alespofi prvnim a
druhym oxidem, ptic¢emZ uvedeny alespofi prvni a druhy oxid
vytvori vicesloZzkovy oxid, pficemZ tento vicesloZkovy oxid ma
kationty s redukénim potencidlem men3im nez -0,03
elektronvoltt a atomy s polomé&ry men3imi neZ 0,25 nanometrd a
ptricemz tento vicesloZkovy oxid je diamagneticky,
paramagneticky nebo magneticky s permeabilitou men3i nei 107°

m?/kg.

35. ZzZptsob vyroby magnetického zaznamového média,
zahrnujici krok reaktivniho napraSovani alespoil prvni vrstvy
tenkych filmf pro ukladdani dat na substrat z rozpraSovaci

elektrody v pritomnosti kysliku (O), vyznacujici se tim, zZe
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tato rozpradovaci elektroda je tvofena kobaltem (Co), platinou
(Pt) a alespoit prvnim a druhym kovem, pEiCemz uvedeny alespon
prvni a druhy kov vytvori vicesloZkovy oxid, ptic¢emZ tento
vicesloZkovy oxid m& kationty s reduk&énim potencialem mensim
nes -0,03 elektronvoltl a atomy s poloméry men$imi neZ 0,25
nanometrd a pricem? tento vicesloZkovy oxid je diamagneticky,
paramagneticky nebo magneticky s permeabilitou men$i nez 107°

m’/kg.
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